PS13024 — Eletrbnica
Seqgunda Lista Adicional Preparatéria — 2017

1) (Prova 2013) - Para os circuitos abaixo, desenhar as formas de onda da tensdo V;, V, e V3 sincronizadas com o
sinal de entrada Vg, ap0s o eventual transitério, indicando os respectivos valores de tensdo. Considere para o diodo
o0 modelo de tensdo constante,Vpo = 0,7 V.
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2) (Prova SUB 2007) — Dada a estrutura polarizada conforme indicado abaixo:

Vg

Responder e justificar os seguintes itens:

a) Identificar o tipo de dispositivo;
b) Identificar a condicdo ou modo de operacao;
. c) Desenhar o simbolo do dispositivo;
ap d) Justificar o formato da regido de deplecéo;
B e) Justificar os sinais das tensdes Vps € Vgs;

= = \ T ) Esbocar a mesma acima, mas agora na situacéo de corte.
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3) (Prova 2009) — No circuito abaixo, dados V; = 1V, k;,’ = 0,2mA/V2, W/L = 10, Rs = 0,2Rp, Vpp =20V e
adotando Rg1//Rgz = 0,75 MQ:
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Equacdes
a) Saturacao: ¢) Transcondutancia:
! . W W
- |R” o :_-_(Ves _Vt)2(1+/1VDS) O = kn '_(VGS _Vt)
| 1o 2 L L
b) Triodo: d) Resisténcia de saida:
R Rs W V2
; ID = kn — (VGS _Vt)VDS -2 fo :M
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a) Projete o circuito para obter o ponto quiescente Vp = 10V e Ip = 4mA considerando A = 0. O transistor esta em
triodo ou saturacéo?

b) Calcule g, € Ro considerando A # 0 e V = -500V.

4) (Prova 2008) — Dado o circuito transistorizado mostrado na figura abaixo e sabendo-se que V. = -1V,
1Cox(W/L) = ImA/V?, Desprezando-se o efeito de modulacéo de canal (A = 0),

a) Determine as correntes Ip, Is e Ig € as tensfes Vps € Vgs. O transistor estd operado em triodo ou em saturagao?
Justifique.
5) (Prova REC 2005) — Dado o circuito transistorizado mostrado na figura abaixo e sabendo-se que
pnCox = 50mA/V?, WIL = 20, V, =1V, V¢ = 15V, Rs =2kQ, Rp = 495Q2. Sabe-se que o transistor esta operando na
saturacao.

a) Desprezando-se o efeito de modulacdo de canal (A = 0),
determine a corrente Ip, as tensfes Vps € Vgs €, 0 parametro gp,.

b) Supondo que seja inserida uma fonte de sinal senoidal v; no
ponto G através de um capacitor de acoplamento de valor
elevado e tomando a saida no dreno em relagdo ao terra,
determine o ganho Ay =Vvg/vi.




6) (12 Prova 2006) — Dado o amplificador abaixo na configuragéo fonte comum:

Voo Dados:

WIL =2
Ky’ = ImA/V?
V=1V
Ib =1mA
VDD =20V

Uy Vps = 10V
lh= VA“D

Ve VA =40V
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a) Justifique porque esta configuragdo é chamada “fonte comum”.

b) Calcule 0 ganho Ay = V,/Vi..

c) Deduza a expressdo da impedancia de saida rs e calcule o seu valor numérico.
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7) Dado o circuito amplificador como indicado a seguir juntamente com o modelo T,
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Formulario

a)Saturagdo:
ki W
o= W v V)

b)Triodo:

W V2
Ip = kﬁ-L|:(VGs -V, )\/DS ;s}

(a) Desenhe o circuito equivalente para analise em pequenos sinais do amplificador e calcule a transcondutancia g,
(b) Calcule o ganho de tensdo G, = V,/vs, () Calcule a resisténcia de entrada R, = V/ii,, (d) Calcule a resisténcia de
saida R,y Vista a partir de R (desconsiderando Ry).
8) (Prova 2011) — Dado o Inversor CMOS conforme indicado na figura abaixo e sabendo-se que k,’ = 100pnA/NV?,

2> = 200uA/NV?, (WIL), =8, (W/L), =1, =0, Vpp =5V, € [Vy| = [Vi| = 1V:
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Modelo T

d

gmUgs

1/8m

Dados:

Voo = 15V
I =1mA

Rs = 2,0 kQ

R =200 kQ
Re = 10 MQ
Rs=10 MQ
W/L=5

k.= 0,1mA/V>
V= 1V
A=0
Ce1=Cc2=Ccz=0

c) Transcondutéancia

%
On = kﬁ-f(ves _VI)

d) Resisténcia de saida
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W V.2
I, = kn"f[(\/GS =V, Vs —%S} para |Vps| < |Vas - Vil

K,'

Ip 5 Ves _Vt)2(1+ AVips) para |Vps| 2 [Vgs -Vl

=

a) Determine a tensdo de entrada vg para a qual ocorre a transicdo abrupta da tensa de saida v, na curva de
transferéncia v, X ve e esboce esta mesma curva de transferéncia indicando as coordenadas de todos os pontos
notaveis.

b) Determine a corrente maxima ipmax que passa através dos transistores pMOS e nMOS na transicdo de nivel
I6gico e esboce o gréfico ip X ve indicando também todos 0s pontos notaveis.

¢) Supondo que a capacitancia CS indicada na figura modele o efeito de todas as capacitancias conectadas no no de
saida e admitindo que uma onda quadrada entre 0 e Vpp seja aplicada na entrada, deduza a expressdo da poténcia
dinégnica consumida pelo inversor CMOS. (Dica: A energia armazenada no capacitor em cada transicdo € igual a
CsV7/2).

9) (Prova 2010) — Dado o inversor CMOS basico (veja figura do exercicio anterior) onde Vi, = 1V, Vy, = -1V,
ko> = 2k,"= ImA/VZ, A = 0:

a) Dado um processo CMOS com dimensdo minima de 1um, obtenha as menores geometrias W e L para os
transistores NMOS e pMOS (inversor CMOS de menor area ocupada) de forma que a transicdo de nivel légico na
saida ocorra para v, = Vpp/2.

b) Determine o nivel maximo de corrente através dos dois transistores sabendo-se que a transicdo de nivel l6gico
ocorre para v, = Vpp/2.



